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可控硅的参数与含义

可控硅是电子产品设计中很常见的一种基础电子元器件，IT(RMS）、VDRM/VRRM、IGT等参数为大家所熟知，但选择、
用好一个可控硅不仅仅是这些常见参数，有时，工程师还要了解更多。翰合科技为大家整理了以下信息，希望对

您有用。

符号 英文单词参数 中文参数 说明 单位

IT(AV)
AVERAGE ON-STATE

CURRENT
通态平均电流

国标规定通态平均电流为晶闸管在环境温

度为40℃和规定的冷却状态下，稳定结温
不超过额定结温时所允许流过的最大工频

正弦半波电流的平均值。这也是标称其额

定电流的参数。同电力二极管一样，这个

参数是按照正向电流造成的器件本身的通

态损耗的发热效应来定义的。因此在使用

时同样应按照实际波形的电流与通态平均

电流所造成的发热效应相等，即有效值相

等的原则来选取晶闸管的此项电流定额，

并应留一定的裕量。一般选取其通态平均

电流为按此原则所得计算结果的1.5-2倍。

A

VTM
Peak on-state voltage
drop

通态峰值电压

指器件通过规定正向峰值电流 IFM(整流
管)或通态峰值电流 ITM(晶闸管)时的峰值
电压也称峰值压降该参数直接反映了器件

的通态损耗特性影响着器件的通态电流额

定能力。

V

IDRM

Maximum forward or
reverse leakage

current
断态重复峰值漏电流

为晶闸管在阻断状态下承受断态重复峰值

电压VDRM/和反向重复峰值电压VRRM时流
过元件的正反向峰值漏电流该参数在器件

允许工作的最高结温 Tjm下测出。

mA

IRRM
Maximum reverse

leakage current
反向重复峰值漏电流 mA

IDSM 断态不重复平均电流
门极断路时，在额定结温下对应于断态不

重复峰值电压下的平均漏电流。
A

VTO
On state threshold
voltage

门槛电压 - V

IT(RMS)
On-State RMS Current
(full sine wave)

通态电流均方值 - A

ITSM
Non-Repetitive Peak
on-state Current

通态浪涌电流(通态不
重复峰值电流)

浪涌电流是指由于电路异常情况引起的使

结温超过额定结温的不重复性最大正向过

载电流。浪涌电流有上下两个级，这个参

数可用来作为设计保护电路的依据。

A

IGM
Forward Peak Gate
Current

门极峰值电流 - A
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I2t
Circuit Fusing
Consideration

周期电流平方时间积 - A2ses

dI/dt
Repetitive rate of rise of

on-state current after
triggering (IGT1~IGT3)

通态临界电流上升率

当双向可控硅或闸流管在门极电流触发下

导通，门极临近处立即导通，然后迅速扩

展至整个有效面积。这迟后的时间有一个

极限，即负载电流上升率的许可值。过高

的 dIT/dt可能导致局部烧毁，并使 T1-T2
短路。假如过程中限制 dIT/dt到一较低的
值，双向可控硅可能可以幸存。因此，假

如双向可控硅的 VDRM/在严重的、异常的电
源瞬间过程中有可能被超出或导通时的

dIT/dt有可能被超出，可在负载上串联一
个几μH的不饱和（空心）电感。

A/μs

VDRM/
Repetitive peak off-state
voltage

断态重复峰值电压

断态重复峰值电压是在门极断路而结温

为额定值时，允许重复加在器件上的正向

峰值电压.国标规定重复频率为50H，每次
持续时间不超高10ms。规定断态重复峰值
电压 UDRM为断态不重复峰值电压（即断
态最大瞬时电压）UDSM的90%.断态不重
复峰值电压应低于正向转折电压 Ubo，所
留裕量大小由生产厂家自行规定。

V

VRRM 反向重复峰值电压
在门极断路而结温为额定值时，允许重复

加在器件上的反向峰值电压。

VPP
Non repetitive line peak

pulse voltage
最高不重复线路峰值

电压
- v

Visol
R.M.S. isolation voltage
from all three terminals
to external heatsink

引脚到外壳最大绝缘

电压
- V

PG(AV)
Average gate power
dissipation

门极平均散耗功率 - W

PGM Peak gate power 门极最大峰值功率 - W

Tj
Operating Junction
Temperature Range

工作结温

为了长期可靠工作，应保证 Rth j-a 足够低，

维持 Tj不高于80%Tjmax ,其值相应于可
能的最高环境温度。

℃

Tstg
Storage Temperature
Range

ĭ存温度 - ℃

TL
Max.Lead Temperature
for Soldering Purposes

引脚承受Įį极限温

度
- ℃

Rth(j-mb)
Thermal Resistance
Junction to mounting base

热阻-结到外壳 - ℃/W

http://www.838dz.com/
http://www.838dz.com/
http://www.838dz.com/
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Rth(j-a)
Thermal Resistance
Junction-to-ambient

热阻-结到环境 - ℃/W

IGT Triggering gate current 门极触发电流

为了使可控硅可靠触发，触发电流 IGT选择
25度时 max值的İ倍，İ为门极触发电流
—结温特性ı数，Ĳ数据ĳĴ可得，取特

性ĵ线中最低工作温度时的ı数。Ķ对器

件工作环境温度ķ特ĸĹ要，通常选ĺ时

İ取大于1.5倍即可。

mA

IH Holding Current 维持电流
维持可控硅维持通态所ĻĹ的最小ļ电

流，Ľ与结温有ľ，结温Ŀ高，则 IHĿ小。
mA

IL
Latching Current

(IGT3)
接ŀ电流(第Łł限)/
Ńń电流

Ńń电流是晶闸管Ņņ断态转ŀ通态并Ň

ň触发信号后，能维持导通所Ĺ的最小电

流。对同一晶闸管来说，通常 ILŉ为 IH
的2--4倍。

mA

ID
Off-state leakage

current
断态漏电流 - mA

VGT
Triggering gate
voltage

门极触发电压

—可以选择 Vgt 25度时 max值的Ŋ倍。Ŋ
为门极触发电压—结温特性ı数，Ĳ数据

ĳĴ可得，取特性ĵ线中最低工作温度时

的ı数。Ķ对器件工作环境温度ķ特ĸĹ

要，通常选择时Ŋ取1~1.2倍即可。

V

VGD
Non-triggering gate
voltage

门极不触发电压 - V

VFGM
Peak Forward Gate

Voltage
门极正向峰值电压 - V

VRGM
Peak Reverse Gate

Voltage
门极反向峰值电压 - V

IFGM
Peak Forward Gate
Current

门极正向峰值电流 - A

VTM
Peak Forward On-State
Voltage

通态峰值电压

Ľ是可控硅通以规定倍数额定电流时的瞬

态峰值压降。为ŋŌ可控硅的热损耗，应

ō可能选择 VTM小的可控硅
V

dV/dt
Critical Rate of Rise
of Off-state Voltage

断态临界电压上升率

dv/dt 指的是在ľ断状态下电压的上升Ŏ
率，这是ŏŐő触发的一个ľŒ参数。此

值超限œ可能导致可控硅出Ŕő导通的Ŕ

ł。由于可控硅的制造工ŕŖ定了 A2与 G
ŗ间Ř存在ř生电Ś，如ś2所Ŝ。ŝŞ知
ş dv/dt的Šš在电Ś的两ŢŘ出Ŕ等效
电流，这个电流ţŘ成为 Ig，也ţ是出Ŕ
了触发电流，导致ő触发

V/uS
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(dI/dt)c
Critical rate of decrease

of commutating on-state
current

通态电流临界上升率

指在规定Ť件下，晶闸管能承受而ķ有ť

影响的最大通态电流上升率。如果电流上

升Ŧŧ，则晶闸管Ņ一Ũ通，ũŘ有很大

的电流Ū中在门极ū近的小ŬŭŮ，ņ而

造成局部过热而使晶闸管损ů。

A/ms

dVCOM/dt
Critical rate of change

of commutating voltage
临界转Ű电压上升率

űŰ电压上升率 dVCOM/dt。Ųų高电Ŵ性
的负载时，负载电压和电流的波形间通常

发生实ŵ性的相位Ňų。当负载电流过Ŷ

时双向可控硅发生űŰ，由于相位ŷ电压

并不为Ŷ。这时双向可控硅Ÿ立即阻断该

电压。产生的űŰ电压上升率（dVCOM/dt）
Ķ超过允许值，ŘŹ使双向可控硅ź复导

通状态，因为载流子Ż有żŽ的时间自结

上ž出。

V/uS

dICOM/dt
űŰ时负载电流下降

率

dICOM/dt高，则 dVCOM/dt承受能力下降。
结面温度 TjĿ高，dVCOM/dt承受能力Ŀ下
降。假如双向可控硅的 dVCOM/dt的允许值
有可能被超过，为ſƀ发生假触发，可在

T1 和 T2 间ƁƂ RCƃƄ电路，以此限制
电压上升率。通常选用47~100ƅ的能承受
浪涌电流的ƆƇ电阻，0.01μF~0.47μF
的电Ś，晶闸管ľ断过程中ļ电流过Ŷ反

向后迅速由反向峰值ƈ复至Ŷ电流，此过

程可在元件两Ţ产生Ɖ正常工作峰值电压

5-6倍的Ɗ峰电压。一般Ƌƌ在ō可能靠近
元件本身的ƍ方接上阻ŚƎƏź路。

A/mS

tgt
Gate Controlled Delay
Time

门极控制Ɛ迟时间 - us

Tq
Circuit Commutated
Turn-off Time

周期转Űľ断时间
ƈ复晶闸管电压阻断能力所Ĺ的最小电路

Ű流反压时间。
us

Rd
Dynamic Resistance
( Tj=125℃)

ų态阻Ŵ - mƅ


